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【はじめに】情報処理デバイスの高集積化, 低
消費電力化を実現する次世代デバイスとして

既存の原理とは異なる新しいものの研究が進

められている。本研究室では次世代情報処理デ

バイスとして単電子回路に注目している。単電

子回路は、本来ノイズに弱いデバイスである。

しかし、確率共鳴現象の考え[1]を導入するこ
とで、単電子回路はノイズに対する耐性を有す

ることが出来る。本研究室ではこれまでに、回

路が熱ノイズや素子ばらつき（素子の設計誤

差）を許容することを報告してきた[2][3]。 
	 今回の報告では、前回の報告の時と同様のシ

ミュレータを用いて、並列振動子数, バイアス
電圧の最適値や、素子ばらつき強度に対するシ

ステムの適応性などを調査したので報告する。 
 

 
図 1. 確率共鳴の考えを導入した 
単電子反応拡散システム 

 

 
図 2. クラスター内の並列振動子数変化による

相関値推移 

【シミュレーション】図 1に確率共鳴現象の考
えを導入した二次元単電子振動子システム[3]
の回路図を示す。前回までの報告では、図１の

提案回路が素子ばらつきに対して広い適応性

を持つ事をシミュレーションにより調査し、報

告してきた。今回は、素子ばらつきが無い場合

の理想的なノード電圧/時間特性と各パラメー
タが変化した時の同特性から相関値を求める

ことで提案回路の評価を行った。パラメータ条

件ごとに５回試行し、その平均値を相関値とし

て用いた。図 2はクラスター内の並列振動子数
が変化した場合の、各素子ばらつき強度の相関

値を示している。図３は、素子ばらつき強度が

変化した場合の、各バイアス電圧設定値の相関

値を示している。これらの結果から、このシス

テムは並列振動子数が多いほど安定し、適切な

バイアス電圧に設定する事で素子ばらつきに

対して高い適応性を有する事が示された。 
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図 3. 素子ばらつき強度変化による相関値推移 
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